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近藤共振现象及其在低维电子系统中的实现!
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摘- 要- - 文章全面、系统地介绍了近藤效应、近藤问题、近藤共振现象的起源和研究历史的发展过程，提供了一个
清晰而准确的近藤物理问题的图像&同时，文章还讨论了近年来近藤共振现象在各种低维电子关联系统中的实现&
关键词- - 近藤效应，近藤问题，近藤共振，低维电子关联系统
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.- 近藤效应

固体中的低温电阻极小效应最早是 02 世纪 12
年代在实验中被观察到的& 含有微量磁性杂质原子
的贵金属样品，随着温度的降低，开始电阻率随之下

降，当温度降至 4I 附近时达到极小值，继续降温
时，样品的电阻率不仅不下降，反而增加& 这是一件
不可思议的反常低温物理现象，当时物理学家就意

识到其背后一定存在不同寻常的物理原理，称之为

“黄金反常”（:B(HA, *,BE*(L）&此效应连同某些金属
与合金低温下的超导现象一起，被认为是固体物理

学中两个最具挑战性的重大课题&后来，有大量的实
验结果证实低温电阻极小这一现象& 图 . 显示了
Q*D*+!)R等人在钼铌合金（<B?8J. K ?）中掺杂 .S TA
的电阻率测量结果［.］& 随着 <B 原子混合比例的增
大，电阻极小效应变得更加明显& 特别是，在扣除晶
格散射的贡献和剩余电阻后，得到的磁性杂质原子

对电阻的贡献随温度降低呈对数规律增长，

@ A * B C.,/ （.）
这说明磁性杂质原子对电阻的贡献与非磁性杂质的

剩余电阻（与温度无关）完全不同& 实验还证实，在
观察到电阻极小的同时，可测出金属中有局域磁矩

的存在，表明电阻反常现象起源于局域磁矩&
02世纪 U2 年代，日本理论物理学家近藤（ V’,

IB,HB）提出［0］，既然磁性杂质浓度很低时，反常现象
也可以观察到，电阻反常应来自传导电子与孤立磁性

杂质的相互作用，而与磁性杂质之间的相互作用无

关&他还指出，当电子被磁性杂质散射时，电子的自旋
状态可能发生变化，因为杂质磁矩本身不是一个经典

量，它的自旋状态应该用量子力学描述，会发生相应

的变化&他采用单个磁性杂质原子与非磁性金属中自
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图 3! 含有 34 56 原子的 789:;3 < 9合金在低温下的约化电阻

率［3］

由传导电子散射的物理模型（现在称为“近藤模

型”）：

! " )
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其中 &为交换积分，用来表示杂质自旋与自由电子自

旋的散射强度，! 为杂质原子自旋，!# " )$#$

=!$*
为能

带中自由传导电子的能量，且 &的数值一般远小于传
导电子的费米能量 !5,近藤将杂质散射项作为微扰
处理，发现由于杂质原子磁矩的量子力学属性，当自

由传导电子与其散射时，存在杂质原子磁矩翻转的二

阶散射过程（见图 $），而该过程会导致一个对温度有
对数依赖关系的电阻率贡献：

+,*- "
#!$*&$.（. % 3）

$/$)!5

［3 0 >&#%（!5）.2（#?1 2 3）］，

（"）
其中 #%（!5）为费米能处的态密度，3为传导电子能
带的半宽度,对于能带半填满的金属，3 近似等于费
米能量 !5, & 4%（铁磁型 @AB耦合）时，+/C)只给出与电

声散射相同的温度变化趋势，不会出现电阻极小,然
而，杂质原子磁矩与传导电子磁矩之间通常是反铁磁

性耦合，即 & D%（反铁磁型 @AB耦合），磁性杂质散射
对电阻的贡献随温度降低反而增大,普通金属的电阻
主要源于传导电子与晶格振动的散射过程（其对电阻

率的贡献随温度 1E 减小），所以在相对高的温度范围

内，宿主金属的电阻率随温度降低而下降，但当降温

到某一温度后，宿主金属的电阻率开始随温度下降而

呈现对数增加,这样，近藤在理论上对含微量磁性杂
质的非磁性金属电阻率的低温反常现象给出了一个

非常合理的解释，理论所预言的对数温度关系在相当

大的区间与实验很符合［3］,此后，人们把稀磁金属或

合金中出现的电阻率随温度降低而对数增加的反常

物理现象称之为“近藤效应”,

图 $! 磁性杂质原子对自由传导电子的二阶量子散射过程（上

图的二阶散射过程涉及的是能带中的电子，而下图的散射过程

涉及的是能带中的空穴）

$! 近藤问题

按照近藤的理论计算，当系统的温度趋于零时，

宿主金属的电阻率会趋于无穷大，而实验结果是电

阻率随温度按 1$ 趋于一个饱和值［"］，即剩余电阻，

这说明近藤的理论在极低温下失效,因而，近藤在得
到对数温度依赖的反常电阻率贡献的同时，也提出

了一个更具挑战性的物理问题：在接近零温时，稀磁

金属或合金的电阻率是如何从随温度按 .21 依赖转
变为随温度的 1$ 规律趋向剩余电阻？这就是所谓

的近藤问题,这是一个看起来十分简单，而实际上非
常复杂的基本物理问题,
上个世纪 #% 和 &% 年代，大批杰出的理论物理

学家为了解决近藤问题做出了大量的、不懈的努力,
近藤的理论只是基于自旋散射的低阶微扰计算，人

们通过把高阶微扰散射过程中的主要发散项进行部

分求和［>，E］，得到了一个有限的特征温度，称为“近

藤温度”1F，1F G 36 0 3 2 &#，这里 # 是费米面上的电子
态密度,在此特征温度之上，近藤的微扰计算方法完
全适用；但在近藤温度之下，散射微扰方法完全失

效,这是因为，近藤温度是接近零温的一个能量尺
度，在这个尺度以下，自由传导电子与杂质原子局域

磁矩的散射是一个完全量子化的散射过程, 凡是与
局域磁矩发生自旋翻转散射的自由传导电子，其微

观状态彼此关联起来，这种关联效应完全来自于局

域杂质原子磁矩具有量子化的微观状态,因此，含有
微量磁性杂质原子的非磁金属或合金材料，虽然在

较高温度时可以近似地用自由电子描述，但在极低
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温度下，通过与磁性杂质量子自旋态的耦合，变成有

关联的多电子系统，通常建立在微扰论基础上的散

射理论完全失效&这是解决近藤问题的难点所在&
正确理解和解决近藤问题的理论框架是 ./ 年

代末，由著名的理论物理学家安德森（0,12345, 6
7）及其合作者给出的［.，8］&按照他们的重整化标度
理论的想法，如果把自由传导电子的高能量态通过

微扰论的办法“处理”掉，会得到一个较低能量尺度

下描述局域自旋与传导电子自旋的有效自旋散射强

度&他们发现这个有效散射强度会随能量尺度的减
小而增强，如图 9 所示&安德森很诙谐地把这种重整
化方法称作“穷人的标度律”（#553 :*,’4 4+*(),;）&

图 9- 无量纲的有效耦合强度重整化的流图（随着能量尺度的

减小，有效耦合参量从弱耦合的“不动点”离开，逐步增大，趋于

无穷大，系统趋向强耦合的“不动点”）

这样，随着温度趋于零度或能量尺度接近费米

能，局域自旋与传导电子的有效散射强度趋于无限

大，同时伴随着许多新的复杂的相互作用项& 因此，
重整化标度理论的解析分析无法持续地进行下去&
无限大的自旋 <自旋的耦合，实际上意味着局域自
旋与传导电子组合，形成一个总自旋为零的束缚态，

杂质原子的局域磁矩被传导电子完全屏蔽&

9- 近藤共振

=>8? 年前后，美国康奈尔大学的物理学家威尔
逊（7)(45, @ A）将量子场论中的重整化群思想和安
德森等人提出的标度理论思想相结合，发展了一个

强有力的非微扰的数值重整化群方法［B，>］&起初，他
将新方法用于研究热力学相变并计算了连续相变的

临界指数&然后，他又将新方法用于单个自旋为 = C D
的近藤问题，在肯定了安德森等人猜测的基础上，威

尔逊得到了宿主金属的电阻率从近藤温度附近随温

度按 (,!依赖关系，逐渐转变为近藤温度以下随温
度按 !D 规律趋于一个饱和值（见图 ?），完整而系统
地描述了从弱耦合到强耦合过渡，从而彻底解决了

近藤问题&因此，威尔逊在 =>BD 年得到了诺贝尔物
理学奖&
实际上，在特征温度 !@ 之下，磁性杂质的磁矩

图 ?- 稀磁杂质金属或合金材料低温下的电阻率随温度变化的

普适关系曲线［9］

图 E- 从强耦合极限出发，数值重整化群理论处理单个磁性杂质

原子近藤问题的示意图

被传导电子所屏蔽，在一个特征的空间范围内，!@

" "#F $ !@（#F 为传导电子的费米速度），形成一个总
自旋为零的束缚态，具体的数值计算方法见图 E&在
特征尺度外，传导电子感受到一个有效的非磁性杂

质散射势，且其散射过程具有最大散射相移，即共振

相移&对宿主金属电子态密度，这样的散射过程导致
费米能附近一个峰宽等于 %G!@ 的共振峰，形成所谓

的近藤共振现象&此现象如同金属中的超导电性一
样，是一个多电子体系中由于电子关联导致的特有

合作现象&单个磁性杂质近藤问题在接近零温时的
奇异性，就是由这个费米能附近出现的近藤共振态

所引起的&威尔逊同时还得到了一个强耦合极限下
描述系统行为的有效模型即单个局域电子的安德森

模型［=/］：

& " ’ ()
〈 )*〉，#
（+,

)#+*# , -. +.）, $/)
#

/ ,# /#

, 0
1)%，#（+,

%，# /# , /,# +%，#）, 2/,# /# /
,
$ /$ . （?）

事实上，安德森杂质模型所包含的物理内容要比近

藤模型更丰富，并且，近藤模型可以由安德森模型在

电子 <空穴对称和 2很大的极限下，通过幺正变换
而得到［==］&其实，利用威尔逊的数值重整化群技术，

·!"#·

评述



! "# 卷（$%%& 年）# 期! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ’(()：**+++, +-./, 01, 12

可以直接对安德森模型进行研究，如图 # 所示,由于
安德森模型在重整化标度变换下保持自身的形式不

变，仅是其中的参数发生变化，对安德森模型的处理

要比近藤模型简单，可以很方便地得到稀磁杂质金

属或合金低温下完整的电子态［3$，3"］, 更为重要的
是，在近藤温度以上和以下的两个不同的物理区域，

几乎所有的物理性质都由单一的能量尺度 !4"5 所

决定，并可用它来标度相应的物理量，使之成为普适

的函数关系,关于近藤效应和近藤共振现象详细的
分析和讨论，感兴趣的读者可以进一步阅读英国伦

敦帝国理工大学 67+892 教授所写的专著［3:］和
;9.7<02 教授所写的评述文章［3=］,

图 #! 利用数值重整化群技术，在电子 >空穴对称条件下，宿主

金属电子态密度的计算结果（上图描述固定电子相互作用强度

时，随着温度的下降，费米面近藤共振峰的形成过程［3$］；下图描

述零温下，随着电子相互作用的增强，费米面上近藤共振峰的形

成过程）［3"］

:! 近藤共振现象在介观体系中的实现

近年来，由于亚微米及纳米制备技术的不断发

展，人们可以在介观系统中直接观测近藤共振现象,
最典型的系统是特征尺度为 $%% 2<左右的量子点，
即所谓的单电子晶体管，还有单壁碳纳米管、干净的

贵金属表面上的磁性杂质原子（钴）、高温超导体表

面的镍杂质以及单壁碳纳米管上的钴杂质等, 在量
子点体系中观测到的近藤共振现象，一个最显著的

优点是，人们可以精确地对系统中的各个参量进行

调控，更好地验证理论的预测,
早在 3?@@ 年，A.0B<02和 C0/5’［3#］，以及 DE 和

F77（李雅达）［3&］就预言了量子点结构所等效的磁性
杂质在介观尺度内的近藤效应,他们提出，具有奇数
个电子的量子点可以用 G2H7I892 杂质模型描述, #
$ 3 % $ 量子点的总自旋由最高能级上填充的那个电
子所携带,当体系的温度低于近藤温度 "J 时，量子

点的态密度会在费米面附近出现一个半高宽为

!4"J 的近藤共振峰，从而辅助传导电子隧穿过量子

点结构，使电导显著增强,在接近零温时，# $ 3 % $ 量
子点的总自旋会被完全屏蔽掉，相应的近藤共振峰

使量子点的电导达到最大值，实现所谓的幺正极限

（见图 &）, 3??: 年 K/2EI772 和 L7/I 在理论上对这
个问题进行了更为细致的探讨［3@］,

图 &! 含奇数个电子的量子点中近藤共振现象形成的过程,通过

一个虚过程，量子点最高填充能级上的局域电子自旋翻转，产生

近藤效应,在近藤温度以下，量子点中与外电极的费米能级相同

的能量处将会出现一个近藤共振峰, 电极中的电子借助于该共

振能级实现量子隧穿现象（取自文献：J9-+72’9M72 F，A.0B<02

F, N’O8/18 K9I.H，P02-0IO $%%3，""）

3??@ 年，A9.H’0Q7I > A9IH92 等［3?］和 ;I9272+7((
等［$%］分别发表在 D0(-I7 和 R1/7217 上的实验结果，
明确地证实了上述预言，继而 R1’/</H 等［$3］也得到
了类似的结果,实验中关键的一点是制备了尺寸在
:%% 2<左右的量子点，在保证量子点能级分立的基
础上能够加强量子点和电极之间的耦合，将体系的

近藤温度提高到实验上所能观测的 3%% <J 的范
围, $%%% 年，S02 H7I K/7. 等［$$］进一步实现了量子
点中近藤共振的幺正极限（见图 @）, 在很低的温度
下，他们观测到电导 & 很接近其所能取到的最大值
$’$ % (，说明量子点中的 3 T $ 自旋几乎被完全屏蔽,
除了量子点直接和电极耦合的结构外，实验工

作者还设计了一种新型的环状构形［$"］，如图 ? 所
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图 .- 通过量子点的电导随量子点门电压的依赖关系&当门电压

增加时，量子点上的电子数随之增加&随着系统的温度下降，含

奇数个电子时，量子点的电导增加；含偶数个电子时，量子点的

电导减小（出处同图 /）

图 0- 小金属环中镶嵌一个量子点结构的实验形貌图&白色的空

气桥（12)345）用来给环中间的栅级加偏压（这是实验中最难实

现的技术）&源和漏电极分别用 6和 7 表示&连接源 8漏有白色

虚线所示的两条路径，其中一条镶嵌有量子点，用 97 表示& 整

个装置加有磁场&电子通过两条路径的干涉，对体系电导会有贡

献，从中可以推断量子点的相位［:;］

示&这种环状结构是在 <*=> ? <*=(=> 结上淀积了亚
微米级的金属栅极，通过在金属栅极上加负偏压使

栅极下的电子被耗尽来限制电子通路而形成& 在环
的一端，他们嵌入了一个量子点，并通过两个点接触

与外界相连&在这种独特的环状结构中，近藤共振主
要由量子点和环中传导电子杂化而产生& 由于近藤
温度很低，相应的近藤屏蔽尺度大约在 @ 个微米的
量级，所以源、漏电极中的传导电子对近藤屏蔽效应

也有贡献& :AAA 年，以色列的 B*+C1D 小组的 B& E)
等［:;］利用这种结构测量了在近藤区域内传导电子

通过量子点产生的相移，发现与 <52(*,3 等［:F］的理
论计算值不符&如何在理论上解释这个实验结果，还
有待进一步探讨&
随着实验手段的进一步提高，人们有可能在尺

度更小（比如在 @A ,G左右），即近藤温度更高的体
系中实现近藤效应&在这些体系中，一个很明显的特
点是，由于量子尺寸效应，量子点中电子的能级将是

分立的&在一个具有分立能级的小块“金属”中，近
藤效应将会如何表现呢？由于近藤效应来源于磁性

杂质（或局域电子）和金属费米面附近传导电子的

杂化，可以设想，能级的分立会明显地减弱这种杂化

耦合效应，从而抑制近藤效应，特别是当能级间距 !
H !I 时，与块材中的近藤效应会有很大的区别& 在
理论上研究并预言小金属体系中近藤效应的特性是

一个很有实际意义的课题& @000 年，德国的 J!)GG，
I2C!*和 75(K"［:L］在理论上探讨了细微金属颗粒中
的磁性杂质效应& 他们发现，随着尺寸的减小，近藤
效应会明显减弱& 更有意义的是，在小尺寸下，近藤
效应会强烈地依赖于体系中总电子数的奇偶性& 如
图 @A 所示，在小尺寸体系中，当总电子数为偶数和
奇数时，磁性杂质的态密度表现出截然不同的特征

来&

F- 金属环和量子点组成的介观系统中
的近藤共振现象

近期，值得人们关注的是韩国的 I*,4 和
6!),［:/］两人关于小金属环中镶嵌一个量子点的介
观近藤效应，具体的结构如图 @@ 所示& 他们采用变
分方法来处理&虽然他们也粗略探讨了能级间距 !
H !I 时的情形，但他们的主要结论是在 ! M !I 时，

体系的持续电流会强烈地依赖于体系中总电子数的

奇偶性&他们认为，当总电子数为偶数时，近藤屏蔽
效应会辅助持续电流，使其大小与没有量子点的完

整环的持续电流相等& 反之，当总电子数为奇数时，
近藤屏蔽效应会强烈地抑制持续电流& 他们的结论
并不完全符合物理上的考虑& 在没有镶嵌量子点的
周期性介观环中，由于自旋和能级的简并，NC>>曾指
出，体系的持续电流应该按照总电子数被四除的余

数来进行分类［:.］&这种性质在环中有量子点时应有
所体现&另外，I*,4 和 6!), 关于总电子数为奇数时
近藤屏蔽效应对持续电流的强烈抑制作用的结论，

是从一个特殊的例子，即体系磁通为 "A ? ; 时得出
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图 3%! 细微金属颗粒中磁性杂质的态密度! （ 0）和（4）分别对

应体系中总电子数为偶数和奇数的情形,对前者，随着体系尺度

的减小（能级间距 ! 的增加），费米能量处只有一个近藤共振

峰；而对后者，共振峰劈裂成两个峰［$#］, 总体来看，能级间距较

小时，近藤共振峰的特征还保留着

的，这个结论是否适应于所有的磁通，有待探讨,

图 33! 没有电极时小金属环中镶嵌一个量子点的构形图（环上

总格点数为 !5，量子点在“%”的位置，其与环的耦合通过跃迁积

分 "6，"7 来表示

鉴于介观体系中近藤效应的重要性，也为了更

好地理解实验，我们应该从量子点的态密度入手去

理解整个体系的物理性质［$8，"%］, 对构形图图 33 来
说，小金属环可以用一维的 !（! # $）格点的紧束缚
模型来代替，量子点置于格点“%”处，用标准的 92:
;<=>?2模型来描述,体系总的模型哈密顿量可写为，

%* # & ")
!&$

’ # 3
)
!
（()

’!(’)3! ) *+ (+）) ,-)
#-#-

)
$-$

. ))
!
［"--

)
!-!&（"6-

)
!(3! ) "7<

/#()
!&3，!-! ) *+ (+）］，

（@）
式中 "6（ "7）表示量子点和小金属环左右最近邻的格
点间的跃迁矩阵元,相因子 # # $"$ /$% ，$ 和 $%

+* / 0分别表示外加的磁通和量子磁通, 我们仅考
虑量子点有一自旋简并的单能级 "; 的情况,由于在
实验中量子点内库仑排斥作用 , 通常很大，我们取
,,1的极限情况,
运用强耦合的 >.0A< B 4?>?2 平均场方法［3C］可

以很好地描述低温的近藤效应,这里，我们将推广到
有磁通的 92;<=>?2杂质模型中去，相信仍然能够得
到可靠的结果,这里主要讨论近藤区域的性质，即量
子点最高能级为单占据时的情况, 作为一个典型的
例子，我们选择参数 "; # & %+ &"，"6 D "7+%, "@"，以
及 % D %, $C@",相应的热力学极限下的近藤温度 2%

E

D %, %3%@"，近藤屏蔽尺寸 &%E D 383 个格点,
! ! 在没有磁通的情况下，通过自洽地数值求解
>.0A< B 4?>?2的平均场方程，在图 3$，中我们给出了
不同环尺寸下的量子点的态密度, 谱线的半高宽取
为 ’ # %+ @2%

E，选择其他值不会改变态密度的形状,
我们看到，在环尺寸较大，即 &%E&$ 时，近藤共振峰
的形状同热力学极限下是一样的, 当环的周长 $ 减
小并达到 &%E 时，共振峰会劈裂成一系列的子峰，并
且劈裂方式强烈地依赖于环中总电子数被 C 除的余
数,在 / D $ 时，态密度在费米面附近有两个主要的
子峰，其峰值大致相等,而在 取其他值时，费米面附
近只有一个主峰，其位置随 3 的不同会有轻微的变
化,在环尺寸较小时，近藤共振峰有劈裂现象，但基
本的特性仍然保持着, 态密度的轮廓仍然类似于热
力学极限下的情况，共振峰仍保持在费米面上下几

个 2%
E 的范围内,换句话说，即使在很小的金属环中，
由于量子点单占据的局域电子和环中传导电子之间

的自旋翻转过程所引起的近藤关联仍然存在,
当 &%E F $ G 3, % 时，态密度的性质主要取决于平

均场的哈密顿量 %H IJ的最高已填充的和最低未填充

的单粒子能级, 在 ! # C4 时，量子点上局域的电子

·!"#·

评述



!""#：$$%%%& %’()& *+& +,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 物理

图 ./- 无外磁通时，不同环尺寸下的量子点态密度&在尺寸较小时，态密度强烈地依赖于

总电子数的0宇称0（即被 1 除的余数）&（*），（2），（+）和（3）分别对应电子数为 4 5 1,，1, 6

.，1, 6 / 和 1, 6 7 的情形&为清楚起见，有的曲线向上作了 .& 8 单位的平移&谱线的半高宽

! 5 9& 8!9
:
［/;］

图 .7- 当 "9: < = > .& 9 时，不同磁通下量子点的态密度［/;］（在每张图中，从下到上，! 以 9& /"

的幅度由 9 增加到 /"；每条曲线向上作了 / 个单位的平移）

在费米面 #? 5 9 附近捆绑住能量-#-.$ 的传导
电子，形成近藤单态，最高已填充的和最低未填充的

单粒子能级的能量差很小，所以态密度在费米面上

只有一个主峰&相反，当 " # 1$ 6 / 时，最高已填充
的和最低未填充的单粒子能级的能量差相当大，所

以费米面上下分别有一个峰值相当的共振峰& 在另
一方面，当总电子数为奇数 " # 1$ % . 时，最高已填
充的能级是单占据的，其位置分别位于费米面的上

下；相应地，态密度在费米面上下有一个主峰& 以上
所提的特征对持续电流会有很大的影响&
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图 34! 当 !%5 6 7 8 %, 3 时，（0）量子点的态密度和若干格点上的

态密度, 虚线表示没有量子点存在时的态密度，标着 !" 8 3，$，

393 和 39$ 的曲线分别向上平移了 %, 3，%, #，%, : 和 3, 3 个单位,

所画量子点的态密度是原值的 3 6 ;,（<）态密度的改变随格点位

置的变化,该改变量是有或没有量子点存在时格点的态密度之

差,实线是用指数函数进行的拟合，从中可以得到，衰减的特征

长度为 39%

量子点的态密度同样也受到外加磁通的影响,
如图 3" 所示，我们画了当 !%5 6 # 8 3, % 时态密度随磁
通相位 "的变化$ 最引人注目的特点是 ! 个格点、
零磁通时态密度和 ! = $ 个格点、半个量子磁通下
的态密度是严格相等的, 这个特点和模型内在的强
耦合的不动点是密切相关的,在近藤区域，电子在对
近藤单态的散射中能得到 ! 6 $ 的相位，两个电子则
对应着 !的相位差, 所以在半满情况下，增加的两
个电子等效于磁通相位 ! 的变化,所以我们只需要
考虑 ! % 4&和 ! % 4& ’ 3 即可$ 对于偶宇称 ! % 4&
来说，随着 "从 % 增加到 !，态密度中的单个主峰逐
渐劈裂成两个对称的双峰，然后又随着 " 增加到
$!，复合为一个单峰, 对奇宇称 ! % 4& ’ 3 来说，情
况完全不同$ 对所有 " 的取值，态密度中始终只有
一个单峰，其位置随磁通移动，周期为 $!,而且在这
种情况下，态密度中有一个很重要的对称性，#>?（ (
$，"）% #>?（ ( $，! ’ "）正如我们下面所能见到
的，这个对称性将导致奇数个电子时的持续电流发

生周期减半的现象,

现在，我们来大致估算近藤屏蔽云的特征尺度,
图 34（0）中，我们给出了在 !%5 6 # 8 %, 3 时，量子点
的态密度和若干选定格点上的态密度, 在 $ % % 附
近，靠近量子点的格点上态密度强烈地受到近藤共

振峰的影响，并且该影响明显依赖于格点的宇称，它

在 !" 为偶数时增强，在 !" 为奇数时减弱,但总的来
说，这种影响随格点远离量子点而明显地变弱,这一
点清楚地显示在图 34（<）的态密度变化量中：
"#!"
（$ %%）%（ ( 3）!"［#!"

（$ %%）( #%!"
（$ %%）］，

（#）
式中 #%!"
（$ % %）表示没有量子点存在时格点的态密

度,我们看到，"#!"
（$ % %）正如我们所期望的那样

随着 !" 的增加呈指数下降,用数值拟合得到的衰减
长度为 !5 @ 39% 个格点，与热力学极限下的近藤关
联尺度 !%5 8 393 个格点十分相近,但应该指出，用这
种方式决定的衰减长度会明显地依赖于所取的谱线

半高宽 %，所以不能作为近藤屏蔽云尺度的一种准
确方法,
如 ABB.C1D 和 E/FG2H 所建议的那样［"%］，实验上

观测近藤屏蔽云特征尺度最简便的方法是测量环中

磁通所引起的持续电流，这也是验证小金属环中近

藤效应基本特点的最可行方法, 图 3; 给出了 !%5 6 #
8 %, " 和 3, ; 时持续电流随磁通的变化关系, 最有
意思的特征是，由于前面提到的 ! 个格点零磁通时
态密度和 ! ’ $ 个格点半个量子磁通下的态密度之
间的严格相等关系所导致的如下持续电流性质，

)!’$（"）% )!（" ’ !）， （&）
很明显，持续电流在极限 !%5 6 #&3 和 !%5 6 # @ 3 两种
情况下区别很大,在前者中，体系的持续电流类似于
一个理想金属环的行为，表明电子通过量子点有很

高的透射率, 当环的周长 7 变得和 !%5相当时，持续
电流变弱了，形状变得有点像三角函数, 并且，奇数
个电子的持续电流和偶数个电子的相比要弱得多,
这些都表明，在 !%5 6 # @ 3 时，体系的近藤效应整体上
变弱了，量子点更像一个非相干的散射源,以上所提
的特征与 ABB.C1D和 E/FG2H［"%］用微扰论得到的解析
结果符合很好，但与 502I 和 E’/2［$&］所做的变分计
算有相当大的差异,
概括一下，我们研究了小金属环中镶嵌有一个

量子点或单电子晶体管时的介观近藤屏蔽效应, 我
们发现近藤共振峰强烈地依赖于一个无量纲的比值

#%5 6 7，依赖关系取决于环中总电子数的宇称（被 4
除的余数），以及环中所通过的磁通,我们也分析了
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图 ./- 在总格点数为 0! " #（ # $ 1，.，2，3）时，持续电流随磁通的变化［24］（虚线和实线分别对应

!15 6 % 7 1& 3 和 .& /，&1 是一个理想金属环（没有任何杂质）在 " 7 ! 6 2 时的持续电流）

实验中可观测到的近藤效应对持续电流的影响& 在
热力学极限情况 !15 6 %&. 下，体系的持续电流与一
个理想金属环的持续电流相同& 反之，当 !15 6 %’.，
近藤效应得到减弱，持续电流也相应地变弱&特别是
总电子数为奇数时，持续电流明显减弱& 与此相反，
在变价区，持续电流几乎与环长无关& 对于固定的
!15 6 8值，持续电流对能量的依赖关系有不对称的结
构，其峰值出现在近藤区域和变价区域的边界

处［24］&
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